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SiC 熱分解グラフェンは、絶縁性基板上全面に単結晶グラフェンを形成できる唯一の手法であ

る。ここで、SiC(0001)面上グラフェンでは、グラフェンと SiC基板の界面にバッファー層と呼ば

れる界面層が存在する。この層において、面内の原子配列はグラフェンとほぼ同一であるものの、

一部の炭素原子が SiC最表面の Si原子と共有結合を有しており、電気伝導にも積極的には寄与し

ない。しかしながら、このバッファー層のフォノンによりグラフェン中の電子が散乱され、温度

上昇に伴って移動度が低下することが知られている。そこで本研究では、新規手法によりバッフ

ァー層をグラフェン化し、その電子状態と物性について調べた。実際には、グラフェンが負の熱

膨張係数を持つことを利用し、急冷処理によってバッファー層と SiCの結合を物理的に切断する

手法を用いた。 

4H-SiC(0001)単結晶基板を、Ar 中 1600℃で 6分加熱することで、均一なバッファー層試料を得

た。この試料を石英管中に真空封入した後、縦型管状炉を用いて 900℃に加熱し、その後液体窒素

中に投入することで急冷処理とした。 

バッファー層を持つ通常の SiC上単層グラフェンと、バッファー層急冷グラフェンの角度分解

光電子分光（ARPES）スペクトルを図１に示す。図から、通常のグラフェンでは Dirac点が約-0.4 

eVに位置するのに対し、急冷グラフェンでは約+0.5eVであり、ホールドープされていることがわ

かる（ここで、バッファー層は図 1(b)右上挿入図のように、明瞭なバンドを示さない）。また、K-M-K’

点に渡って、明瞭な single Dirac coneが観察されたことから、構造的にも電子状態的にも均一であ

ることがわかった。各温度での電気抵抗、Hall効果測定および磁化測定も合わせて行った[2]。 
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図 1 (a) 通常のバッファー層を持つグラフェンの ARPESスペクトル、(b) バッファー層急冷グラ

フェンの ARPESスペクトル。バッファー層の ARPESスペクトルを挿入図として示す。 
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